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Si基板とAlターゲットの成膜実験より、現状最適な条件は以下であることがわった。
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この条件でターゲットをTiとSiO2として成膜実験を行った。
以下に結果を示す。
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結論
TMPなしRV8のみの排気で成膜可能であると判断する。
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